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본 연구에서는 저속 양전자 소멸 분석법을 통하여 초전도 박막 시료의 결함 농도 분석을

시도하였다 도플러 넓힘 동시 계수 저속 양전자 소멸 분석법으로 박막과. YBaCuO MgB2 박막

의 결함 구조를 연구하였다 시료는 양전자의 에너지 빔으로 을 조사하였으. 8 mm 0 - 30 KeV
며 에서 로 변화시켜 초전도 박막 시료의 결함 농도를 측정하였다 변수 값은, 290 K 15 K . S-
사파이어 기판위의 박막과300 nm YBaCuO 1 m MgBμ 2 박막의 초전도 특성의 온도에 따른

결함의 농도에 대한 변화는 없었지만 양전자 주사 에너지 즉 박막의 침투 깊이에 따라서는,
달라짐을 보여 주었다.
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